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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component, comprising: a carrier having a chip mounting surtace, wherein
the chip mounting surface has a reflection coating, wherein the reflection coating is at least partially provided with a thiolate coating,
wherein an optoelectronic semiconductor chip is adhesively bonded on the thiolate coating by means of a glue, wherein an anti-corrosion
layer, which at least indirectly covers the reflection coating and is different from the thiolate coating, is formed. The invention further
relates to a method for producing an optoelectronic component.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Bauelement, umftassend: einen Tréger autweisend eine Chip-
montagefldche, wobei die Chipmontagetldche eine Reflexionsbeschichtung aufweist, wobei die Reflexionsbeschichtung zumindest
teilweise mit einer Thiolatbeschichtung versehen ist, wobei ein optoelektronischer Halbleiterchip mittels eines Klebstotfs auf der Thio-
latbeschichtung geklebt ist, wobei eine die Reflexionsbeschichtung zumindest mittelbar bedeckende, von der Thiolatbeschichtung ver-
schiedene Korrosionsschutzschicht gebildet ist. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen
Bauelements.

[Fortsetzung auf der ndichsten Seite]
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OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN
EINES OPTOELEKTRONISCHEN BAUELEMENTS

BESCHREIBUNG

Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Bauelement. Die
Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Herstellen eines

optoelektronischen Bauelements.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2016 111 566.5, deren Offenbarungsge-

halt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Trager fiur optoelektronische Halbleiterchips weisen Ublicher-
weise eine Chipmontageflache auf, auf welcher ein optoelekt-
ronischer Halbleiterchip geklebt ist. Um mittels des opto-
elektronischen Halbleiterchips emittierte elektromagnetischer
Strahlung effizient weg vom Trager zu reflektieren, ist zum
Beispiel vorgesehen, dass die Chipmontageflache eine Reflexi-
onsbeschichtung aufweist, auf welcher der Halbleiterchip ge-
klebt ist. Die Reflexionsbeschichtung ist zum Beispiel eine

Silberbeschichtung.

Die Reflexionsbeschichtung kann aber zum Beispiel unter Ein-
fluss von korrosiven Gasen, zum Beigpiel H2S-Gas, aufgrund
von Korrosion degradieren und ihre urspriingliche Farbe an-
dern. Eine Silberschicht verdndert zum Beispiel unter dem
Einfluss von H2S-Gas ihre Farbe von einem spiegelnden metal-
lischen Silber zu einer dunkleren Farbe. Aufgrund dieser
Farbveranderung nimmt eine Reflektivitat einer korrodierten
Reflexionsbeschichtung ab. Da die Reflektivitdt sich abhangig
von der Wellenlange unterschiedlich verandert oder degra-
diert, kann sich auch die Farbe des reflektierten Lichts ge-
geniiber dem auf die korrodierte Reflexionsbeschichtung ein-
fallenden Licht verandern. Somit kann sich der Farbort des
vom optoelektronischen Bauelement emittierten Lichts gegen-

uber dem nicht-korrodierten Bauelements verdndern.
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Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe ist daher darin
zu sehen, ein Konzept bereitzustellen, welches eine effizien-
te und insbesondere farbstabilere Reflektivitdt von mittels
eines optoelektronischen Halbleiterchips emittierter elektro-

magnetischer Strahlung ermdglicht.

Diese Aufgabe wird mittels des jeweiligen Gegenstands der un-
abhdangigen Anspriiche geldst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der
Erfindung sind Gegenstand von jeweils abhadngigen Unteransprii-

chen.

Nach einem Aspekt wird ein optoelektronisches Bauelement be-

reitgestellt, umfassend:

— einen Trager aufweisend eine Chipmontagefléache,

— wobei die Chipmontagefldche eine Reflexionsbeschichtung
aufweist,

— wobei die Reflexionsbeschichtung zumindest teilweise mit
einer Thiolatbeschichtung versehen ist,

— wobei ein optoelektronischer Halbleiterchip mittels eines
Klebstoffs auf der Thiolatbeschichtung geklebt ist,

— wobei eine die Reflexionsbeschichtung zumindest mittelbar
bedeckende, von der Thiolatbeschichtung verschiedene Kor-

rosionsschutzschicht gebildet ist.

Nach einem weiteren Aspekt wird ein Verfahren zum Herstellen
eines optoelektronischen Rauelements bereitgestellt, umfas-
send die folgenden Schritte:

— Bereitstellen eines eine Chipmontagefldche aufweisenden
Tragers, wobei die Chipmontageflache eine Reflexionsbe-
schichtung aufweist,

— wobei die Reflexionsbeschichtung zumindest teilweise mit
einer Thiolatbeschichtung versehen wird,

— wobei ein optoelektronischer Halbleiterchip mittels eines
Klebstoffs auf die Thiolatbeschichtung geklebt wird,

— wobei eine die Reflexionsbeschichtung zumindest mittelbar
bedeckende, von der Thiolatbeschichtung verschiedene Kor-

rosionsschutzschicht gebildet wird.
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Es hat sich gezeigt, dass durch thermischen und/oder mechani-
schen Stress die Korrosionsschutzschicht Risse bekommen kann.
Durch solche Risse kann zum Beispiel ein korrosives Gas, zum
Beispiel H2S-Gas, bis zum Klebstoff vordringen, durch diesen
durchdiffundieren und dann die Reflexionsbeschichtung angrei-
fen und letztlich korrodieren. Die Risse treten vornehmlich
an Orten auf, an denen sich eine Grenzfldche zwischen der

Korrosionsschutzschicht und dem Klebstoff einstellt.

Die Thiolatbeschichtung kann zwar das Bilden der Risse in der
Korrosionsschutzschicht nicht verhindern. Doch die Thiolatbe-
schichtung wirkt als ein zusatzlicher (zusatzlich, da ja die
Korrosionsschutzschicht ebenfalls vorhanden ist) Korrosions-
schutz fir die Reflexionsbeschichtung. Das heilt, dass die

Thiolatbeschichtung eine Korrosionsschutzfunktion aufweist.

Das heiRt also insbesondere, dass durch das Vorsehen einer
Thiolatbeschichtung fiir zumindest den Abschnitt der Reflexi-
onsbeschichtung, auf welchen der Halbleiterchip geklebt wird,
ein effizienter Korrosionsschutz vor korrosiven Gasen, zum
Beispiel ein H2S-Gas, flr den Abschnitt der Reflexionsbe-
schichtung bereitgestellt wird, der mittels des Halbleiter-
chips bedeckt ist, also auf welchem der Halbleiterchip ge-
klebt ist.

Durch das Vorsehen des Korrosionsschutzes fiir den Abschnitt
der Reflexionsbeschichtung, auf welchem der Halbleiterchip

geklebt ist, wird somit insbesondere der technische Vorteil
bewirkt, dass eine Reflektivitdt der Reflexionsbeschichtung

zumindest teilwelise erhalten bleibt.

Ein Thiol bezeichnet einen Thiolalkohol, der eine organisch-
chemische Verbindung ist, die eine oder mehrere aliphatisch
oder aromatisch gebundene Thiolgruppen, auch Mercaptogruppen
genannt (-SH), also funktionelle Gruppen, tragt. Ein Thiolal-
kohol entspricht somit einem Alkohol, dessen Sauerstoffatom

durch ein Schwefelatom ersetzt ist. Die allgemeine Struktur
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eines Thiols ist: R-SH, wobei SH als die Thiolgruppe oder die
Mercaptogruppe bezeichnet wird, wobei R ein Platzhalter fir
ein Moleklil oder eine Molekiilkette ist, zum Beispiel steht R
flir ein organisches Molekiil oder eine organische Molekiilket-
te.

Durch das Aufbringen eines Thiols auf eine Oberfliache, bildet
sich eine Monolage R-S (Thiolat) auf der Oberfldche aus. Die-
se Monolage bewirkt, dass keine weiteren Molekiile, beispiels-
weise H2S, mit der Oberfldche reagieren kodnnen, so dass hier-
Uber ein effizienter Korrosionsschutz bereitgestellt werden
kann. Wichtig fir einen effizienten Korrosionsschutz ist die
Beschaffenheit der Oberflédche, speziell die Anbindung des
Thiols, und die Belegungsdichte. Beides kann beispielsweise
durch eine vorhergehende Reinigung und/oder Aktivierung der
Oberfldche verbessert werden, was gemal einer Ausfihrungsform

SO vorgesehen ist respektive wird.

Nach einer Ausfihrungsform ist eine Alkylkette mit der Thi-

olgruppe verbunden.

R ist beispielsweise eine Alkyl- oder Alkoxy-Gruppe oder Si-
loxan-Kette. Dadurch kann in vorteilhafter Weiseeine Kompati-
bilitdt mit dem Klebstoff bewirkt werden.

Die Lange der Alkylkette betrdgt beispielsweise 5 bis

50 Einheiten, was etwa 0,5 nm bis etwa 5 nm entspricht.

Zum Beispiel ist die Alkylkette ein Octadecan, so dass das
Thiol ein Octadecan-thiol ist. Diese Alkylkette ist zum Bei-

spiel etwa 2 nm lang.

Vorzugsweise betrdagt eine Lange der Alkylkette 10 bis 25,
insbesondere 15 bis 20, Kohlenstoffatome, also um die 1 bis

2,5 nm.

In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass der Klebstoff

Reflexionspartikel zum Reflektieren von mittels des Halb-
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leiterchips emittierter elektromagnetischer Strahlung auf-

weist.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass die Reflexionspartikel effizient elektromagnetische
Strahlung reflektieren, die mittels des Halbleiterchips in
seinem Retrieb emittiert wird. Somit bewirken diese Reflexi-
onspartikel in vorteilhafter Weise eine effiziente Reflexion
der emittierten elektromagnetischen Strahlung weg vom Trager.
Dies kompensiert in vorteilhafter Weise eine mégliche Ver-
schlechterung der Reflektivitat der Reflexionsbeschichtung
aufgrund eines degradierenden Einflusses eines korrosiven Ga-

ses.

Das heiBt also, dass die Reflexiongspartikel des Klebstoffs
zwar eine mdgliche Verschlechterung der Reflektivitat der Re-
flexionsbeschichtung aufgrund des degradierenden Einflusses
eines korrosiven Gases nicht verhindern kénnen, doch zumin-
dest konnen sie diese mdgliche Verschlechterung zumindest

teilweise kompensieren.

Es hat sich, wie vorstehend bereits beschrieben, gezeigt,
dass durch thermischen und/oder mechanischen Stress die Kor-
rosionsschutzschicht Risse bekommen kann. Durch solche Risse
kann zum Beispiel ein korrosives Gas, zum Beispiel H2S-Gas,
bis zum Klebstoff vordringen, durch diesen durchdiffundieren
und dann die Reflexionsbeschichtung angreifen und letztlich
korrodieren. Die Risse treten vornehmlich an Orten auf, an
denen sich eine Grenzflache zwischen der Korrosionsschutz-

schicht und dem Klebstoff einstellt.

Die Reflexionspartikel konnen zwar eine solche Korrosion
nicht verhindern. Dennoch wird durch das Vorsehen der Refle-
xionspartikel ein Mindestmal an Reflektivitat bereitgestellt,
so dass eine Mindestreflexion der elektromagnetischen Strah-
lung auch dann bewirkt werden kann, wenn im Extremfall die

gesamte unter dem Klebstoff liegende Reflexionsbeschichtung
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korrodiert i1ist und somit selbst nicht mehr effizient die

elektromagnetische Strahlung reflektieren kann.

Ferner hat es sich gezeigt, dass sich aufgrund einer solchen
Korrosion der Farbort einer mittels der korrodierten Reflexi-
onsbeschichtung reflektierten elektromagnetischen Strahlung
im Vergleich zu der auf die korrodierte Reflexionsbeschich-
tung einfallende elektromagnetische Strahlung verandern kann.
Das heilt also insbesondere, dass sich der Farbort der ur-
springlich mittels des Halbleiterchips emittierten elektro-
magnetischen Strahlung aufgrund einer Reflexion an einem kor-
rodierten Ort der Reflexionsbeschichtung verschieben kann.
Diese Farbortverschiebung wird aber in vorteilhafter Weise
durch die Reflexionspartikel, die stets ein MindestmaB an Re-
flektivitat ohne Farbortverschiebung bewirken, zumindest
teilweise kompensiert. Somit fallt eine mégliche Farbortver-
schiebung aufgrund einer Korrosion deutlich geringer aus als
bei der Verwendung eines Klebstoffs, der frei von Reflexions-

partikeln ist.

Somit kann in vorteilhafter Weise das optoelektronische Bau-
element auch in Umgebungen eingesetzt werden, die korrosive

Gase aufweisen.

Eine Reflexionsbeschichtung umfasst nach einer Ausfihrungs-
form eine Silberschicht und/oder eine eine Silberlegierung

aufweisende Schicht.

Die Formulierung ,bedecken™ oder ,bedeckt™ umfasst insbeson-

dere die Formulierung ,beschichten™ oder ,beschichtet™.

Ein Halbleiterchip ist nach einer Ausfihrungsform als ein
Leuchtdiodenchip ausgebildet. Der Leuchtdiodenchip ist nach

einer Ausfihrungsform als ein Volumenemitter ausgebildet.

In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass der Klebstoff
zumindest teilweise einen um den Halbleiterchip umlaufenden

Randbereich bedeckt. Der Klebstoff steht somit sozusagen Uber
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den Halbleiterchip iiber. Die Korrosionsschutzschicht ist hier
dann unter anderem auf dem Uberstehenden Klebstoff, also auf
dem Klebstoff, der den Randbereich zumindest teilweise be-

deckt, angeordnet.

Dass der Klebstoff iiberstehen kann, kann zum Beispiel aus
prozesstechnischen Grinden resultieren. Beispielsweise wird
beim Andriicken des Halbleiterchips auf die Chipmontagefléche

Klebstoff unter dem Halbleiterchip herausgedriickt.

Der iUberstehende Klebstoff ist insbesondere mittels der Kor-

rosionsschutzschicht bedeckt oder wversehen.

Die Formulierung ,zumindest teilweise™ umfasst insbesondere

die Formulierung ,vollstandig™.

Die Formulierung ,zumindest mittelbar bedeckt™ umfasst insbe-
sondere die Formulierung ,mittelbar bedeckt™, also zum Bei-

spiel einen indirekten Kontakt zwischen der Korrosionsschutz-
schicht und der Reflexionsbeschichtung. Die Formulierung ,zu-
mindest mittelbar bedeckt™ umfasst insbesondere die Formulie-
rung ,unmittelbar bedeckt™, also zum Beispiel einen direkten
Kontakt zwischen der Korrosionsschutzschicht und der Reflexi-

onsbeschichtung.

In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die Thiolatbe-
schichtung zusatzlich zwischen der Reflexionsbeschichtung und
der Korrosionsschutzschicht gebildet ist, so dass die Korro-
sionsschutzschicht die Reflexionsbeschichtung mittelbar be-
deckt.

Dadurch wird zum Beispiel der technische Vorteil bewirkt,
dass die Reflexionsbeschichtung einen doppelten Korrosions-
schutz aufweist: Die Thiolatbeschichtung und die Korrosions-

schutzschicht.

In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Halbleiter-

chip eine Unterseite und eine der Unterseite gegeniiberliegen-
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de Oberseite aufweist, wobei der Halbleiterchip mit seiner
Unterseite der Chipmontageflédche zugewandt auf der Thiolatbe-
schichtung geklebt ist, so dass zwischen der Unterseite und
der Thiolatbeschichtung eine aus Klebstoff gebildete und die
Unterseite und die Thiolatbeschichtung jeweils zumindest
teilweise, beigpielsweise vollstandig (also vollfléachig),
kontaktierende Klebstoffschicht gebildet ist. Das heiBt also
insbesondere, dass die Klebstoffschicht die Unterseite zumin-
dest teilweise, insbesondere vollstandig, kontaktiert oder
bedeckt. Das heiBRt also insbesondere, dass die Klebstoff-
schicht die Thiolatbeschichtung teilweise bedeckt, wenn diese
groBer ist als die Unterseite, oder dass die Klebstoffschicht
die Thiolatbeschichtung beispielsweise vollstandig bedeckt,

wenn diese der Grohle der Unterseite entspricht.

Sofern der Klebstoff gemall einer Ausfihrungsform Reflexions-
partikel aufweist, wird dadurch insbesondere der technische
Vorteil bewirkt, dass unmittelbar unterhalb des Halbleiter-
chips eine Reflexionsschicht gebildet ist, die Klebstoff-
schicht umfassend die Reflexionspartikel, so dass die Refle-
xionsschicht effizient die mittels des Halbleiterchips emit-
tierte elektromagnetische Strahlung reflektieren kann. Dies
ist zum Beispiel wvon besonderem Vorteil, wenn der Halbleiter-
chip als ein als Volumenemitter ausgebildeter Leuchtdioden-

chip ausgebildet ist.

Aufgrund von Prozesstoleranzen kann es vorkommen, dass die
Klebstoffschicht die Unterseite des Halbleiterchips unvoll-
standig, also nicht wvollflachig, bedeckt oder kontaktiert.
Die allgemeine Formulierung, dass eine Klebstoffschicht zwi-
schen der Unterseite des Halbleiterchips und der Reflexions-
beschichtung vorgesehen oder gebildet ist respektive wird,
umfasst sowohl den Fall einer vollflachigen, also vollstandi-
gen, Kontaktierung als auch den Fall einer unvollstandigen

Kontaktierung.
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In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass frei liegende
Oberflidchen des Halbleiterchips und/oder des Trédgers mittels

der Korrosionsschutzschicht bedeckt sind.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass auch die frei liegenden Oberfladchen effizient gegen kor-

rosive Gase geschiitzt werden konnen.

In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Halbleiter-
chip mittels eines Bonddrahts oder mittels zweier Bonddrédhte
elektrisch kontaktiert ist, wobeili der oder die Bonddrahte
mittels der Korrosionsschutzschicht bedeckt ist respektive

sind.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass auch der oder die Bonddrahte effizient gegen korrosive

Gase geschiitzt werden kann respektive kénnen.

In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Trager als
ein Element ausgewahlt aus der folgenden Gruppe von Tragern
ausgebildet ist: Leadframe, Leiterplatte, Keramiktrdger. Ein
Leadframe kann im Deutschen auch als Leiterrahmen oder An-

schlussrahmen bezeichnet werden.

In einer Ausfihrungsform ist ferner ein elektronisches Bau-
teil, insbesondere eine in einen den Halbleiterchip umfassen-
den Stromkreis geschaltete ESD-Schutzdiode, vorgesehen, das
nach einer weiteren Ausfihrungsform mittels der Korrosions-

schutzschicht zumindest mittelbar bedeckt ist.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass das elektronische Bauteil effizient gegen korrosive Gase

geschiitzt werden kann.

Die Formulierung ,zumindest mittelbar bedeckt™ umfasst insbe-
sondere die Formulierung ,mittelbar bedeckt™, also zum Bei-
spiel einen indirekten Kontakt zwischen der Korrosionsschutz-

schicht und dem elektronischen Bauteil. Die Formulierung ,zu-
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mindest mittelbar bedeckt™ umfasst insbesondere die Formulie-
rung ,unmittelbar bedeckt™, also zum Beispiel einen direkten
Kontakt zwischen der Korrosionsschutzschicht und dem elektro-

nischen Bauteil.

Zum Beispiel ist das elektronische Bauteil mittels eines wei-
teren Klebstoffs auf dem Tradger geklebt. Der weitere Kleb-
stoff ist nach einer Ausfihrungsform wie ein Klebstoff umfas-
send Reflexionspartikel gemd@B der vorliegenden Erfindung aus-
gebildet. Ausfiihrungen und beschriebene Vorteile und techni-
sche Effekte, die im Zusammenhang mit dem Klebstoff gemacht
sind, der verwendet wird respektive ist, um den Halbleiter-
chip auf die Chipmontagefldche zu kleben, gelten analog fiir
den weiteren Klebstoff und umgekehrt. Das heillt also insbe-
sondere, dass auch der weitere Klebstoff nach einer Ausfih-

rungsform Reflexionspartikel umfasst.

Ein Klebstoff im Sinne dieser Erfindung umfasst nach einer
Ausfihrungsform Silberpartikel. Das heiBt insbesondere, dass
der Klebstoff als ein Silberleitkleber ausgebildet ist.

In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die Thiolatbe-
schichtung zusatzlich zwischen dem elektronischen BRauteil und
der das elektronische Bauteil bedeckenden Korrosionsschutz-
schicht gebildet ist, so dass die Korrosionsschutzschicht das

elektronische Bauteil mittelbar bedeckt.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die Korrosi-
onsschutzschicht eine oder mehrere anorganische Schichten,
insbesondere Al1203-Schicht, $i1i02-Schicht, Si3N4-Schicht,
Ti02-Schicht, Zn0O-Schicht, Ta205-Schicht, Ge3N4-Schicht,
Zr02-Schicht, umfasst.

Die Korrosionsschutzschicht ist also beispielsweise als ein

Schichtenstapel oder als eine Schichtanordnung gebildet.

In einer Ausfihrungsform betridgt eine Dicke der Korrosions-

schutzschicht zwischen 5 nm und 100 nm.
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Zum Beispiel wird eine anorganische Schicht mittels eines
Sputter-Verfahrens respektive eines PECVD-Verfahrens respek-
tive eines ALD-Verfahrens aufgebracht. "ALD" steht fir
"Atomic Layer Deposition” und wird mit Atomlagenabscheidung
Ubersetzt. "PECVD" steht fiur "Plasma-Enhanced Chemical Vapor
Deposition" und wird mit plasmaunterstiitzte chemische Gaspha-

senabscheidung lbersetzt.

In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die Reflexions-
partikel ein oder mehrere Elemente ausgewahlt aus der folgen-
den Gruppe von Reflexionspartikeln umfassen: Titandioxid
(Ti02)-Partikel, Aluminiumoxid (Al203)-Partikel, Si02-
Partikel, ZnO-Partikel, ZnS-Partikel, BN-Partikel.

Durch das Vorsehen dieser Reflexionspartikel wird insbesonde-

re eine effiziente Reflexion bewirkt.

In einer Ausfihrungsform sind die Reflexionspartikel als wei-
Be Reflexionspartikel ausgebildet. Somit bewirken die Refle-
xionspartikel einen weillen Farbeindruck. Solche Reflexions-
partikel konnen auch als weiBe Reflexionspartikel bezeichnet
werden. WeiRe Reflexionspartikel weisen insbesondere den
technischen Vorteil auf, dass sie besonders effizient die
emittierte elektromagnetische Strahlung reflektieren kénnen
und einen Farbort der emittierten elektromagnetischen Strah-

lung nicht verandern.

In einer weiteren Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass eine
PartikelgrofRe, insbesondere eine durchschnittliche Partikel-
grole, der Reflexionspartikel im Bereich zwischen 0,05 um und

5 pm liegt.

In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass ein Massenan-
teil der Reflexionspartikel im Bereich zwischen 50% und 80%
liegt. Insbesondere ist der Massenanteil 70%, beispielsweise
73%.
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Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Klebstoff
ein oder mehrere der folgenden Materialien oder Werkstoffe
umfasst: Silikon respektive Siloxan-basierte Materialien, Si-

likon-Epoxid, Epoxid, Acrylat.

In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Halbleiter-
chip mittels eines Verkapselungswerkstoffs verkapselt oder

vergossen ist.

Dadurch ist zum Beispiel der technische Vorteil bewirkt, dass
der Halbleiterchip effizient vor mechanischen Beschadigungen

geschiitzt werden kann.

Zum Beispiel umfasst der Verkapselungswerkstoff einen oder
mehrere Leuchtstoffe. Mehrere Leuchtstoffe kdnnen auch als

Leuchtstoffkombination bezeichnet werden.

Insbesondere umfasst der Verkapselungswerkstoff ein Silikon
respektive ein silikonbasiertes Material. Der Leuchtstoff o-
der die mehreren Leuchtstoffen ist respektive sind zum Bei-

spiel in dem Silikon eingebettet.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass das opto-
elektronische Rauelement mittels des Verfahrens zum Herstel-
len eines optoelektronischen Bauelements hergestellt ist res-

pektive wird.

Technische Funktionalitaten des Verfahrens zum Herstellen ei-
nes optoelektronischen Bauelements ergeben sich analog aus
entsprechenden technischen Funktionalitdten des optoelektro-
nischen Bauelements. Das heiRt also insbesondere, dass sich
Verfahrensmerkmale aus entsprechenden Merkmalen des opto-

elektronischen Bauelements ergeben und umgekehrt.

In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die Thiolatbe-
schichtung derart gebildet wird, dass die Thiolatbeschichtung

zusatzlich zwischen der Reflexionsbeschichtung und der Korro-
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sionsschutzschicht gebildet ist, so dass die Korrosions-

schutzschicht die Reflexionsbeschichtung mittelbar bedeckt.

In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Halbleiter-
chip eine Unterseite und eine der Unterseite gegeniiberliegen-
de Oberseite aufweist, wobei der Halbleiterchip mit seiner
Unterseite der Chipmontagefldche zugewandt auf die Thiolatbe-
schichtung geklebt wird, so dass zwischen der Unterseite und
der Thiolatbeschichtung eine aus Klebstoff gebildete und die
Unterseite und die Thiolatbeschichtung zumindest teilweise,
beispielsweise vollstadndig (also vollflachig), kontaktierende
Klebstoffschicht gebildet wird. Das heiBt also insbesondere,
dass die Klebstoffschicht die Unterseite zumindest teilweise,
insbesondere vollstandig, kontaktiert oder bedeckt. Das heiBt
also insbesondere, dass die Klebstoffschicht die Thiolatbe-
schichtung teilweise bedeckt, wenn diese grdBer ist als die
Unterseite, oder dass die Klebstoffschicht die Thiolatbe-
schichtung beispielsweise vollstédndig bedeckt, wenn diese der

GroRe der Unterseite entspricht.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Halb-
leiterchip eine Unterseite und eine der Unterseite gegenlber-
liegende Oberseite aufweist, wobei der Halbleiterchip mit
seiner Unterseite der Chipmontagefldche zugewandt auf die
Chipmontageflache geklebt wird, so dass zwischen der Unter-
seite und dem ersten Kontaktabschnitt eine aus Klebstoff ge-
bildete Klebstoffschicht gebildet wird. Vorzugsweise ist vor-
gesehen, dass die Klebstoffschicht die Unterseite des Halb-
leiterchips vollflachig kontaktiert, also berihrt. Gemal die-
ser Ausfihrungsform (siehe auch Ausfihrungsform weiter oben)
wird also eine die Unterseite des Halbleiterchips vollflachig
kontaktierende Klebstoffschicht gebildet. Vollfladchig bedeu-
tet hier vollstéandig.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass frei liegende
Oberflidchen des Halbleiterchips und/oder des Trédgers nach dem

Kleben mittels der Korrosionsschutzschicht bedeckt werden.
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Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass nach dem Kle-
ben der Halbleiterchip mittels eines Bonddrahts oder mittels
zweler Bonddrdhte elektrisch kontaktiert wird, wobei der oder
die Bonddrahte mittels der Korrosionsschutzschicht bedeckt

wird respektive werden.

Nach einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass ferner ein
elektronisches Bauteil, insbesondere eine in einen den Halb-
leiterchip umfassenden Stromkreis geschaltete ESD-
Schutzdiode, vorgesehen ist, das nach dem Kleben mittels der

Korrosionsschutzschicht zumindest mittelbar bedeckt wird.

In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass die Thiolatbe-
schichtung derart gebildet wird, dass die Thiolatbeschichtung
zusdtzlich zwischen dem elektronischen Bauteil und der das
elektronische Rauteil bedeckenden Korrosionsschutzschicht ge-
bildet ist, so dass die Korrosionsschutzschicht das elektro-

nische Bauteil mittelbar bedeckt.

In einer anderen Ausfithrungsform ist vorgesehen, dass das
Bilden der Thiolatbeschichtung ein Aufbringen eines Thiols

umfasst.

Nach einer weiteren Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass das
Aufbringen des Thiols ein Dispensen eines Losungsmittels
und/oder ein Sprihen eines Ldsungsmittels und/oder ein Ein-
tauchen des Tragers in ein Losungsmittel, wobei in dem L&-
sungsmittel das Thiol geldst ist, flir eine vorbestimmte Zeit

umfasst.

Dadurch wird zum Beispiel der technische Vorteil bewirkt,

dass die Thiolatbeschichtung effizient gebildet werden kann.

In einer anderen Ausfithrungsform ist vorgesehen, dass das
Aufbringen des Thiols ein Durchfithren eines chemischen Gas-
phasenabscheidungsprozesses, insbesondere eines chemischen
Gasphasenabscheidungsprozesses bei Unterdruck, fiir eine vor-

bestimmte Zeit umfasst.
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Dadurch wird zum Beispiel der technische Vorteil bewirkt,
dass die Thiolatbeschichtung effizient mit einem bewdhrten
Prozess (chemische Gasphasenabscheidung) gebildet werden

kann.

Die Formulierung ,fiir eine vorbestimmte Zeit™ umfasst zum

Beispiel eine Zeit zwischen 2 min und 5 min.

Es geht also insbesondere darum, dass eine Thiolschicht aus-
gebildet wird und das Ldsungsmittel abdampft. Zum Beispiel
wird anschlielBend die Schicht mit destilliertem oder deioni-
siertem (DI) Wasser gespilt und zweimal 1 min DI-Wasser bei
Raumtemperatur und dann beispielsweise noch einmal 1 min bei
70 °C in DI-Wasser getaucht. Die Aushartung respektive Trock-
nung der Thiolschicht kann beispielsweise fir 30 min bei

75 °C stattfinden.

Eine Temperatur des Ldsungsmittels betragt nach einer Ausfih-

rungsform zwischen 35 °C und 45 °C, insbesondere 40 °C.

Losungsmittel konnen zum Beigspiel aus der Gruppe der ethoxy-
lierten Fettalkohole, also Polyalkylenglycolether oder Fett-
alkoholpolyglykolether stammen, beispielsweise Isotridecylal-
koholpolyoxyethylenether.

In einer Ausfihrungsform ist das Loésungsmittel Teil eines Ge-
mischs umfassend Thiol (zum Beispiel mit einem Massenanteil

von 25%) und Wasser (zum Beispiel mit einem Massenanteil von
50%). Das Losungsmittel weist zum Beispiel einen Massenanteil

von 25% in dem Gemisch auf.

In einer anderen Ausfithrungsform ist vorgesehen, dass die Re-
flexionsbeschichtung vor dem Bilden der Thiolatbeschichtung
zumindest teilweise gereinigt und/oder aktiviert wird, zum
Beispiel mittels einer Plasmabehandlung oder einer nasschemi-

schen Behandlung.
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Dadurch wird zum Beispiel der technische Vorteil bewirkt,
dass die Thiolatbeschichtung besonders gut auf der Reflexi-

onsbeschichtung haftet.

In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass der Trager in

einem Gehduse aufgenommen ist.

In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass das Gehaduse ei-
ne Kavitat aufweist, wobei die Chipmontagefldche in einem Bo-
denbereich der Kavitadt angeordnet ist. Zum Beispiel ist res-
pektive wird eine Mantelflidche der Kavitat mit der Korrosi-

onsschutzschicht versehen.

Durch das Vorsehen einer Kavitat, in deren Bodenbereich der
Halbleiterchip angeordnet ist, wird insbesondere der techni-
sche Vorteil bewirkt, dass der Halbleiterchip effizient vor
einer Beschadigung durch duRere mechanische Einfliisse ge-

schiitzt werden kann.

Die Kavitat kann ferner in vorteilhafter Weise effizient ei-

nen optischen Reflektor fir den Halbleiterchip bilden.

In einer Ausfihrungsform ist die Mantelflache mit einer Re-
flexionsbeschichtung versehen, die dann in einer weiteren
Ausfihrungsform mittels einer Korrosionsschutzschicht bedeckt

ist respektive wird.

Zum Beispiel ist die Kavitat zumindest teilweise, insbesonde-
re vollstadndig, mittels des Verkapselungswerkstoffs aufge-
fallt.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Halb-
leiterchip mittels eines Verkapselungswerkstoffs verkapselt

wird.

In einer Ausfihrungsform betragt eine Dicke der Thiolatbe-

schichtung maximal 10 nm, beispielsweise maximal 5 nm, bei-



10

15

20

25

30

35

WO 2017/220746 PCT/EP2017/065458

spielsweise maximal 2 nm, beispielsweise zwischen 0,5 nm bis

5 nm.

In einer Ausfihrungsform weist die Thiolatbeschichtung eine
Transmission fiir die mittels des Halbleiterchips emittierte
elektromagnetische Strahlung von mindestens 90%, beispiels-

weise mindestens 95%, beispielsweise mindestens 99%, auf.

Die Formulierung "respektive" umfasst insbesondere die Formu-

lierung "und/oder".

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich im Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlau-

tert werden, wobei

Fig. 1 ein erstes optoelektronisches BRauelement,

Fig. 2 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Herstellen

eines optoelektronischen Rauelements,

Fig. 3 ein zweites optoelektronisches Bauelement und
Fig. 4 eine Thiolatbeschichtung
zeigen.

Fig. 1 zeigt eine schematische, geschnittene Seitenansicht
eines ersten optoelektronischen Bauelements 101. Das opto-
elektronische BRauelement 101 ist zum Beispiel ein Leuchtdio-

den-Bauelement.

Das optoelektronische Bauelement 101 umfasst ein Gehause 103.
Das Gehause 103 weist eine Oberseite 105 und eine der Ober-
seite 105 gegeniiberliegende Unterseite 107 auf. Das Gehau-

se 103 des optoelektronischen Rauelements 101 umfasst einen
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Gehduserahmen 109 und einen in den Gehduserahmen 109 einge-
betteten Leiterrahmen 111 als einen Trager. Das optoelektro-
nische Bauelement 101 umfasst also gemdl dieser Ausfihrungs-
form einen Trager, der als ein Leiterrahmen ausgebildet ist.
Der Gehduserahmen 109 weist zum Beispiel ein elektrisch iso-
lierendes Kunststoffmaterial auf, beispielsweise ein Epoxid-
harz. Der Gehduserahmen 109 weist zum Beispiel eine Keramik
auf. Der Gehduserahmen 109 ist zum Beispiel mittels eines

Formprozesses (Mold-Prozess) oder mittels eines Vergusspro-

zesses hergestellt.

Der Leiterrahmen 111 kann auch als ein Leadframe bezeichnet
werden. Der Leiterrahmen 111 weist ein elektrisch leitendes
Material auf, beispielsweise ein Metall. Insbesondere weist
der Leiterrahmen 111 Kupfer auf. Kupfer bietet den Vorteil,

elektrisch sowie thermisch sehr gut leitend zu sein.

Das elektrisch leitende Material ist zumindest teilweise,
insbesondere vollstandig, mit einer Reflexionsbeschich-

tung 135 beschichtet, zum Beispiel mit Silber, was nachfol-
gend im Zusammenhang mit einem ersten und zweiten elektri-
schen Kontaktabschnitt weiter erlautert wird. Das heillt also,
dass das elektrisch leitende Material zumindest teilweise,
insbesondere vollstandig, mit Silber oder einer silberbasier-

ten Legierung beschichtet ist.

Der Leiterrahmen 111 weist eine QOberseite 113 und eine der
Oberseite 113 gegeniiberliegende Unterseite 115 auf. Die Ober-
seite 113 des Leiterrahmens 111 ist zum Beispiel zumindest
teilweise, insbesondere vollstadndig, mittels der Reflexions-
beschichtung 135 beschichtet. Die Reflexionsbeschichtung 135
umfasst zum Beispiel Silber, insofern ist die Reflexionsbe-

schichtung 135 nach einer Ausfihrungsform eine Silberschicht.

Der Leiterrahmen 111 ist in einen elektrisch leitenden ersten
Kontaktabschnitt 117 und in einen elektrisch leitenden zwei-
ten Kontaktabschnitt 119 unterteilt. Der erste Kontaktab-
schnitt 117 und der zweite Kontaktabschnitt 119 sind korper-
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lich voneinander getrennt und elektrisch gegeneinander iso-
liert. Die Kontaktabschnitte 117, 119 konnen auch als Leiter-

rahmenabschnitte bezeichnet werden.

Es ist vorgesehen, dass zumindest eine der jeweiligen Ober-
seiten 113 der beiden Kontaktabschnitte 117, 119, insbesonde-
re beide jeweiligen Oberseiten (was auch zeichnerisch darge-
stellt ist), zumindest teilweise, insbesondere vollstéandig,
mit der Reflexionsbeschichtung 135 versehen sind. Die Refle-

xionsbeschichtung 135 ist zum BReispiel eine Silberschicht.

Die Kontaktabschnitte 117, 119 des Leiterrahmens 111 sind
derart in dem Gehduserahmen 109 eingebettet, dass sowohl die
Oberseite 113 als auch die Unterseite 115 des Leiterrah-

mens 111 teilweise durch das Material des Gehauserahmens 109
bedeckt sind. Im dargestellten Beispiel ist die Untersei-

te 115 des Leiterrahmens 111 teilweise durch das Material des

Gehauserahmens 109 bedeckt.

Sowohl beim ersten Kontaktabschnitt 117 als auch beim zweiten
Kontaktabschnitt 119 des Leiterrahmens 111 ist die jeweilige
Oberseite 113 teilweise durch das Material des Gehauserah-

mens 109 bedeckt und teilweise unbedeckt sein.

Das Gehéduse 103 des optoelektronischen Bauelements 101 weist
an seiner Oberseite 105 eine Kavitat 121 auf. Die Kavitat 121
ist als Vertiefung im Gehaduserahmen 109 ausgebildet. An der
Oberseite 105 des Gehduses 103 weist die Kavitat 121 bei-
spielsweise einen kreisscheibenfdérmigen oder einen rechtecki-
gen Querschnitt auf. In der Schnittdarstellung der Fig. 1
verjuingt sich die Kavitat 121 ausgehend von der Oberseite 105
des Gehduses 103 pyramidenstumpffdrmig. Die Kavitat 121 weist
nach einer nicht gezeigten Ausfihrungsform eine zylindrische

Form oder eine andere Form auf.

Die Kavitdt 121 des Gehauses 103 des optoelektronischen Bau-
elements 101 weist einen Bodenbereich 123 und eine umlaufende
Wand 125 auf. Die Wand 125 wird durch das Material des Gehau-
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serahmens 109 gebildet. Die Wand 125 bildet eine Mantelflache
der Kavitat 121. Die Wand 125 der Kavitadt 121 des Gehau-

ses 103 des optoelektronischen Bauelements 101 bildet nach
einer Ausfiihrungsform einen Reflektor. Ein solcher Reflektor
dient insbesondere dazu, von dem optoelektronischen Bauele-
ment 101 emittierte elektromagnetische Strahlung zu bindeln.
Die Mantelflache 125 oder die Wand der Kavitat 121 ist nach
einer Ausfihrungsform mit der Reflexionsbeschichtung 135 be-
schichtet.

Im Bodenbereich 123 der Kavitat 121 des Gehauses 103 liegen
Teile der jeweiligen Oberseite 113 der beiden Kontaktab-
schnitte 117, 119 des Leiterrahmens 111 frei. Zur besseren
Unterscheidung weist die Oberseite des ersten Kontaktab-
schnitts 117 zusatzlich das Bezugszeichen 113a auf. Zur bes-
seren Unterscheidung weist die Oberseite des zweiten Kontakt-
abschnitts 119 zusatzlich das Bezugszeichen 113b auf. Die
Oberseite 113a des ersten Kontaktabschnitts 117 bildet somit
eine Chipmontagefldche 153, wie nachstehend noch weiter er-

lautert.

Das optoelektronische Bauelement 101 umfasst ferner einen
optoelektronischen Halbleiterchip 127 oder in einer nicht ge-
zeigten Ausfiithrungsform mehrere optoelektronische Halbleiter-
chips. AuBerdem kann das optoelektronische Bauelement zusatz-
lich in einer weiteren nicht gezeigten Ausfiihrungsform eine
oder mehrere ESD-Schutzdioden aufweisen (nicht in Fig. 1 dar-
gestellt) aufweisen. Der optoelektronische Halbleiterchip 127
(bzw. die -chips) ist (sind) zum Beigpiel ein Leuchtdioden-
chip (LED-Chip). Der optoelektronische Halbleiterchip 127
weist eine Oberseite 129 und eine der Oberseite 129 gegen-
Uberliegende Unterseite 131 auf. Die gegeniiberliegenden Au-
Benseiten oder AuBRenflanken 147 sowie die Oberseite 129 des
optoelektronischen Halbleiterchips 127 bilden zum Beispiel
eine Strahlungsemissionsfldche des optoelektronischen Halb-
leiterchips 127. Der optoelektronische Halbleiterchip 127 ist
zum Beigspiel ausgebildet, an seinen AuBenfldchen elektromag-

netische Strahlung, beispielsweise sichtbares Licht, abzu-
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strahlen oder zu emittieren. Der Halbleiterchip 127 ist also

als ein Volumenemitter ausgebildet.

An der Oberseite 129 des optoelektronischen Halbleiter-
chips 127 sind zwei elektrische Kontaktfldchen (nicht ge-
zeigt) gebildet, die nachfolgend als erste elektrische Chip-
kontaktfladche und als zweite elektrische Chipkontaktflache

bezeichnet werden.

Uber die beiden elektrischen Chipkontaktflidchen ist eine
elektrische Kontaktierung des optoelektronischen Halbleiter-
chips 127 ermdglicht. Fiur diese elektrische Kontaktierung
sind im Anwendungsbeispiel zwei Ronddrahte 133 vorgesehen.
Die beiden Bonddrahte 133 kontaktieren respektive die erste
elektrisch leitende Chipkontaktflidche und die zweite
elektrisch leitende Chipkontaktfldche mit respektive dem
elektrisch leitenden ersten Kontaktabschnitt 117 und dem
elektrisch leitenden zweiten Kontaktabschnitt 119. Das heilt,
dass mittels eines ersten der Bonddrahte 133 eine erste
elektrische Verbindung zwischen dem ersten Kontaktab-

schnitt 117 und der ersten elektrischen Kontaktflache des
optoelektronischen Halbleiterchips 127 gebildet ist. Das
heilt also, dass mittels eines zweiten der Bonddrdhte 133 ei-
ne zweite elektrische Verbindung zwischen der zweiten
elektrischen Kontaktfliche des optoelektronischen Halbleiter-
chips 127 und dem zweiten Kontaktabschnitt 119 gebildet ist.

Uber die beiden elektrischen Kontaktflidchen kann ein elektri-
scher Strom an den optoelektronischen Halbleiterchip 127 an-
gelegt werden, um den optoelektronischen Halbleiterchip 127

zur Emission elektromagnetischer Strahlung zu veranlassen.

Der optoelektronische Halbleiterchip 127 ist in der Kavi-
tat 121 des Gehduses 103 des optoelektronischen Bauele-
ments 101 angeordnet. Der optoelektronische Halbleiter-

chip 127 ist mit seiner Unterseite 131 im Bodenbereich 123
der Kavitat 121 auf der Chipmontagefldche 153 angeordnet. Im
Ausfihrungsbeispiel nach Fig. 1 bildet der erste Kontaktab-
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schnitt 117, also insbesondere die Oberseite 113a des ersten
Kontaktabschnitts 117, somit eine Chipmontagefliche 153 fir

eine Montage des Halbleiterchips 127. Somit weist der Trager,
hier der Leiterrahmen 111 eine Chipmontagefliache 153 auf, die

mittels einer Reflexionsbeschichtung 135 beschichtet ist.

Dabei ist die Unterseite 131 des optoelektronischen Halb-
leiterchips 127 der Oberseite 113a des ersten Kontaktab-
schnitts 117 zugewandt. Die Oberseite 129 des Halbleiter-
chips 127 ist der Oberseite 113a des ersten Kontaktab-
schnitts 117 des Leiterrahmens 111 abgewandt.

Die jeweilige Oberseite 113a,b der beiden Kontaktabschnit-
te 117, 119 ist zumindest teilweise, insbesondere vollstan-

dig, mit der Reflexionsbeschichtung 135 versehen.

Der optoelektronische Halbleiterchip 127 ist mittels eines
Klebstoffs 137 auf der Oberseite 113 der Chipmontagefla-

che 153, also nach Beispiel in Fig. 1 auf der Oberseite 113a
des ersten Kontaktabschnitts 117, geklebt. Insofern ist zwi-
schen der Unterseite 131 des Halbleiterchips 127 und der
Oberseite 113a des ersten Kontaktabschnitts 117 eine Kleb-
stoffschicht 139 aus Klebstoff 137 gebildet.

Zwischen der Klebstoffschicht 139 und der Reflexionsbeschich-
tung 135 ist eine Thiolatbeschichtung 155 gebildet. Die Thi-
olatbeschichtung 155 ist in direktem Kontakt mit der Reflexi-
onsbeschichtung 135. Die Reflexionsbeschichtung 135 ist also

teilweise mit der Thiolatbeschichtung 155 versehen.

Die Klebstoffschicht 139 kontaktiert also sowohl die Thiolat-
beschichtung 155 als auch die Unterseite 131 des Halbleiter-
chips 127.

Der Halbleiterchip 127 ist also auf der Thiolatbeschich-
tung 155 mittels des Klebstoffs 137 geklebt.
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Der Klebstoff 137 umfasst mehrere Reflexionspartikel 141 zum
Reflektieren von mittels des Halbleiterchips 127 emittierter

elektromagnetischer Strahlung.

Aufgrund der Reflexionspartikel 141, die vom Klebstoff 137
umfasst sind, umfasst die Klebstoffschicht 139 ebenfalls Re-
flexionspartikel 141. Somit ist in vorteilhafter Weise unter-
halb der Unterseite 131 des Halbleiterchips 127, also zwi-
schen der Unterseite 131 des Halbleiterchips 127 und der
Oberseite 113a des ersten Kontaktabschnitts 117, eine Refle-
xionsschicht gebildet: die Klebstoffschicht 139 umfassend Re-
flexionspartikel 141. Die Unterseite 131 des Halbleiter-
chips 127 ist vollstandig durch die Klebstoffschicht 139 kon-
taktiert.

Die Reflexionspartikel 141 sind zum BReispiel als weiBe Refle-
xionspartikel ausgebildet. Zum Beispiel umfassen die Reflexi-
onspartikel 141 Titandioxidpartikel und/oder Alumini-

umoxidpartikel.

Die Bonddrahte 133 sind nach einer Ausfiithrungsform aus Silber
oder einer silberbasierten Legierung gebildet. In einer wei-
teren Ausfiihrungsform sind die Bonddrahte 113 mittels einer
Korrosionsschutzschicht, wie nachfolgend beschrieben, be-
schichtet.

Das optoelektronische Bauelement 101 umfasst ferner eine an-
organische BReschichtung 143 als Korrosionsschutzschicht. Die
anorganische Beschichtung 143 ist insbesondere auf folgende
Elemente aufgebracht: die Oberseite 105 des Gehauses 103, die
Mantelfldche 125 der Kavitat 121, die Reflexionsbeschich-
tung 135 bis auf den Bereich, auf welchem sich die Thiolatbe-
schichtung 155 respektive die Klebstoffschicht 139 respektive
der Halbleiterchip 127 befindet, die Oberseite 129 des Halb-
leiterchips 127, die Bonddrédhte 133, gegeniiberliegende Sei-
tenflanken 147 des Halbleiterchips 127.
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Die Kavitadt 121 ist mittels eines Vergusses 145 aufgefiillt.
Der Verguss 145 kann auch als ein Verkapselungswerkstoff be-
zeichnet werden. Insofern ist der Halbleiterchip 127 mittels
des Vergusses 145 verkapselt. Der Verguss 145 bettet somit
insbesondere den Halbleiterchip 127 sowie insbesondere die
Bonddrahte 133 ein. Der Verguss 145 ist vorzugsweise aus ei-
nem Material oder einem Werkstoff, welches respektive welcher
flir die elektromagnetische Strahlung zumindest teilweise,

insbesondere vollstandig, durchlassig oder transparent ist.

Der Verguss 145 umfasst zum Beispiel ein Epoxidharz. Der Ver-
guss 145 umfasst zum Beispiel ein Silikon. Der Verguss 145
umfasst zum Beispiel ein silikonhaltiges Hybridmaterial. Der
Verguss 145 umfasst zum BReispiel einen mit Leuchtstoffparti-
keln gefiilltes Silikon oder Epoxidharz oder silikonhaltiges
Hybridmaterial.

Durch einen mechanischen und/oder thermischen Stress kann es
passieren, dass die anorganische Beschichtung 143 Risse be-
kommt. Durch solche Risse kann ein korrosives Gas, zum Bei-
spiel H2S-Gas, bis zur jeweiligen Oberseite 113a,b der beiden
Kontaktabschnitte 117, 119 gelangen und dort die Reflexions-
beschichtung 135 korrodieren. Zum Beispiel kann ein solches
korrosives Gas durch den Verguss 145 durchdiffundieren. Sol-
che Risse treten vornehmlich im Bereich der Grenzfldche zwi-
schen Klebstoffschicht 139 und Korrosionsschutzschicht 143

auf bzw. haben dort eine besonders nachteilige Wirkung.

Die anorganische Beschichtung 143 umfasst zum Reispiel: Al1203
und/oder Si0O2 und/oder Si3N4. Eine Dicke der anorganischen
Beschichtung 143 betragt zum Beispiel zwischen 5 nm und 100
nm. Zum Beispiel wird die anorganische Beschichtung 143 mit-
tels eines Sputter-Verfahrens respektive eines PECVD-
Verfahrens (plasmaunterstiitzte chemische Gasphasenabschei-
dung) respektive eines ALD-Verfahrens (Atomlagenabscheidung)
aufgebracht. "ALD" steht fliur "Atomic Layer Deposition" und
wird mit Atomlagenabscheidung libersetzt. "PECVD" steht filr
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"Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition" und wird mit

plasmaunterstiitzte chemische Gasphasenabscheidung tbersetzt.

Durch das Vorsehen eines solch effizienten Korrosionsschutzes
wird in vorteilhafter Weise verhindert, dass eine an der
Oberseite 113a,b des ersten respektive zweiten Kontaktab-
schnitts 117, 119 des Leiterrahmens 111 gebildete oder aufge-
brachte Reflexionsschicht korrodiert. Eine solch korrodierte
Reflexionsschicht fihrt in der Regel zu einer verschlechter-
ten Reflektivitdat und zu einer Farbortverschiebung der an ei-
ner solchen korrodierten Reflexionsschicht reflektierten
elektromagnetischen Strahlung. Durch das Vorsehen des erfin-
dungsgemalien Korrosionsschutzes kann in vorteilhafter Weise
eine solche Farbortverschiebung respektive eine Verringerung

der Reflektivitat verringert werden.

Selbst wenn die Korrosionsschutzschicht 143 im Rereich der
Grenzflache zwischen Klebstoffschicht 139 und Korrosions-
schutzschicht 143 Risse bekommen sollte, so steht noch die
Thiolatbeschichtung 155 als zusdtzlicher Korrosionsschutz zur
Verfigung. Dadurch wird in vorteilhafter Weise bewirkt, dass
der Abschnitt der Reflexionsbeschichtung 135, der unterhalb
des Halbleiterchips 127 liegt, effizient gegen Korrosion ge-

schiitzt ist.

Durch das Vorsehen der Reflexionspartikel 141 wird eine Min-
destreflektivitat flir die emittierte elektromagnetische
Strahlung bereitgestellt. Denn selbst bei einer komplett kor-
rodierten Reflexionsbeschichtung 135 der Kontaktabschnit-

te 117, 119 wird immer noch eine Reflektivitadt aufgrund der

Reflexionspartikel 141 bewirkt.

Das heiRlt also, dass, selbst wenn die unterhalb der Untersei-
te 131 des Halbleiterchips 127 auf der Oberseite 113a des
ersten Kontaktabschnitts 117 vorgesehene Reflexionsbeschich-
tung 135 korrodiert wadre, die mittels des Halbleiterchips 127
emittierte elektromagnetische Strahlung dennoch mittels der

Reflexionspartikel 141 reflektiert wirde.
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Der elektrisch leitende zweite Kontaktabschnitt 119 ist bei-
spielsweise mittels der Korrosionsschutzschicht 143 bedeckt

oder versehen.

Der Reflexionsbeschichtung 135 des ersten Kontaktab-

schnitts 117 ist somit in einen ersten Teilabschnitt 149, der
mittels des Halbleiterchips 127 bzw. Klebstoffschicht 139 be-
deckt ist, und in einen zweiten Teilabschnitt 151, der frei

von dem Halbleiterchip 127 ist, unterteilt.

Der erste Teilabschnitt 149 der Reflexionsbeschichtung 135
ist mit der Thiolatbeschichtung 155 versehen. Der zweite
Teilabschnitt 151 der Reflexionsbeschichtung 135 ist frei von
der Thiolatbeschichtung 155.

In einer nicht gezeigten Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass
der zweite Teilabschnitt der Reflexionsbeschichtung 135 mit
der Thiolatbeschichtung 155 versehen ist. Das heiBt, dass die
Reflexionsbeschichtung 135 zum Beispiel vollstandig mit der

Thiolatbeschichtung 155 versehen ist.

Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Herstel-

len eines optoelektronischen Bauelements.

Das Verfahren umfasst die folgenden Schritte:

— Bereitstellen 201 eines eine Chipmontageflache aufweisen-
den Tragers, wobei die Chipmontageflidche eine Reflexions-
beschichtung aufweist,

— wobei die Reflexionsbeschichtung zumindest teilweise mit
einer Thiolatbeschichtung versehen 203 wird,

— wobei ein optoelektronischer Halbleiterchip mittels eines
Klebstoffs auf die Thiolatbeschichtung geklebt 205 wird,

— wobei eine die Reflexionsbeschichtung zumindest mittelbar
bedeckende, von der Thiolatbeschichtung verschiedene Kor-

rosionsschutzschicht gebildet 207 wird.
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In einer nicht gezeigten Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass
eine ESD-Schutzdiode auf den Trager geklebt und elektrisch

kontaktiert wird.

Zum Beispiel ist nach einer Ausfithrungsform vorgesehen, dass
nach einem elektrischen Kontaktieren des Halbleiterchips mit-
tels eines oder mittels zweier Bonddrahte die anorganische
Beschichtung aufgebracht wird. Der oder die Bonddrahte sind
nach einer Ausfihrungsform ebenfalls von der Korrosions-

schutzschicht bedeckt.

In den vorstehend beschriebenen Ausfiihrungsbeispielen bildete
die Oberseite 113a des ersten Kontaktabschnitts 117 eine
Chipmontageflache. In einer nicht gezeigten Ausfithrungsform
ist vorgesehen, dass der Leiterrahmen 111 zusadtzlich zum ers-
ten und zweiten Kontaktabschnitt 117, 119 einen dritten Ab-
schnitt aufweist. Eine Oberseite des dritten Abschnitts bil-
det in dieser Ausfihrungsform die Chipmontageflache. Das
heiBt, dass die Oberseite des dritten Abschnitts zumindest
teilweise mittels der Reflexionsbeschichtung 135 versehen
ist. Eine elektrische Kontaktierung des Halbleiterchips 127
wird in dieser Ausfihrungsform mittels der RBonddrahte 133,
die eine elektrische Verbindung von den Kontaktabschnit-

ten 117, 119 zum Halbleiterchip 127 herstellen, gebildet.
Auch in dieser Ausfihrungsform ist zwischen der Klebstoff-
schicht 139 und der Reflexionsbeschichtung 135 die Thiolatbe-

schichtung 155 vorgesehen.

Fig. 3 zeigt ein zweites optoelektronisches Bauelement 301.

Fiir gleiche Merkmale werden teilweise die gleichen BRezugszei-
chen wie in Fig. 1 verwendet. Die entsprechenden Ausfiihrungen

gelten analog.

Das Bauelement 301 umfasst einen Trédger 303. Der Trager 303
ist als ein keramisches Substrat ausgebildet. Der Trager 303

ist also aus einer Keramik gebildet.
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Der Tréger weist eine Oberseite 305 und eine Unterseite 307

auf, die der Oberseite 305 gegeniberliegt.

Auf der Oberseite 305 sind eine erste Metallisierung 309 und
eine zweite Metallisierung 311 aufgebracht, die voneinander

elektrisch isoliert sind.

Auf der Unterseite 307 sind eine dritte Metallisierung 313
und eine vierte Metallisierung 315 aufgebracht, die voneinan-

der elektrisch isoliert sind.

Die jeweils gegeniiberliegenden Metallisierungen 309 und 313
sowie 311 und 315 auf der Ober- und Unterseite sind
elektrisch leitfahig miteinander verbunden. Zum Beispiel sind
elektrische Durchkontaktierungen, sogenannten ,Vias"“, vorge-
sehen, um die entsprechenden Metallisierungen der Ober- und

Unterseite elektrisch leitfahig miteinander zu verbinden.

Die vier Metallisierungen 309, 311, 313, 315 sind zum Bei-
spiel aus Silber oder einer silberhaltigen Legierung gebil-
det.

Die Oberseite 305 des Tragers 303 bildet eine Chipmontagefla-
che 317 fiir einen optoelektronischen Halbleiterchip 321. Die
erste Metallisierung 309 ist mit einer Reflexionsbeschich-
tung 135 versehen. Das heilt, dass die Chipmontageflache 317
mit der Reflexionsbeschichtung 135 mittelbar beschichtet ist.
Die zweite Metallisierung 311 kann ebenfalls mit einer Refle-

xionsbeschichtung versehen sein.

Der Halbleiterchip 321 weist eine Oberseite 323 und eine der
Oberseite 323 gegeniiberliegende Unterseite 325 auf. Der Halb-
leiterchip 321 ist mit seiner Unterseite 325 auf einer der
Oberseite 305 des Tragers 303 abgewandten Oberseite 327 der
Reflexionsbeschichtung 135 mittels eines Klebstoffs 329 ge-
klebt. Der Klebstoff 329 weist Reflexionspartikel 141 zum Re-
flektieren von mittels des Halbleiterchips 321 emittierter

elektromagnetischer Strahlung auf. Somit ist zwischen der Un-
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terseite 325 des Halbleiterchips 321 und der Oberseite 327
der Reflexionsbeschichtung 135 eine Klebstoffschicht 139 aus
Klebstoff 329 gebildet. Die Unterseite 325 des Halbleiter-
chips 321 ist wvollstandig, also vollflachig, durch die Kleb-
stoffschicht 139 kontaktiert.

Zwischen der Klebstoffschicht 139 und der Reflexionsbeschich-
tung 135 ist analog zu dem in Fig. 1 gezeigten Ausfithrungs-
beispiel eine Thiolatbeschichtung 155 gebildet. Die Thiolat-
beschichtung 155 ist in direktem Kontakt mit der Reflexions-
beschichtung 135. Die Reflexionsbeschichtung 135 ist also

teilweise mit der Thiolatbeschichtung 155 versehen.

Die Klebstoffschicht 139 kontaktiert also sowohl die Thiolat-
beschichtung 155 als auch die Unterseite 325 des Halbleiter-
chips 321.

Der Halbleiterchip 321 ist also auf der Thiolatbeschich-
tung 155 mittels des Klebstoffs 329 geklebt.

Analog zum in Fig. 1 gezeigten Ausfithrungsbeispiel ist der
Halbleiterchips 321 mittels zweier BRonddrahte 133 elektrisch
an seiner Oberseite 323 kontaktiert. Einer der Bonddrahte 133
bildet eine elektrische Verbindung zwischen einer hier nicht
gezeigten ersten elektrischen Chipkontaktflache auf der Ober-
seite 323 des Halbleiterchips 321 und der ersten Metallisie-
rung 309. Der andere der Bonddrahte 133 bildet eine elektri-
sche Verbindung zwischen einer hier nicht gezeigten zweiten
elektrischen Chipkontaktfldche auf der Oberseite 323 des
Halbleiterchips 321 und der zweiten Metallisierung 311.

Die Reflexionsbeschichtung 135 ist somit in einen ersten
Teilabschnitt 149, der mittels des Halbleiterchips 321 bzw.
Klebstoffschicht 139 bedeckt ist, und in einen zweiten Teil-
abschnitt 151, der frei von dem Halbleiterchip 321 ist, un-
terteilt. Die Metallisierung 311 kann beispielsweise auch als

eine Reflexionsbeschichtung ausgebildet sein.
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Der erste Teilabschnitt 149 der Reflexionsbeschichtung 135
ist mit der Thiolatbeschichtung 155 versehen. Der zweite
Teilabschnitt 151 der Reflexionsbeschichtung 135 ist frei von
der Thiolatbeschichtung 155.

In einer nicht gezeigten Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass
der zweite Teilabschnitt der Reflexionsbeschichtung 135 mit
der Thiolatbeschichtung 155 versehen ist. Das heiBt, dass die
Reflexionsbeschichtung 135 zum Beispiel vollstandig mit der

Thiolatbeschichtung 155 versehen ist.

Analog zum in Fig. 1 gezeigten Ausfithrungsbeispiel ist eine
anorganische Beschichtung 143 als Korrosionsschutzschicht
vorgesehen die zumindest die folgenden Elemente bedeckt: frei
liegende Oberflichen des Tradgers 303 respektive der beiden
Metallisierungen 309 und 311, also insbesondere frei liegende
Abschnitte der Oberseite 305 des Tragers 303, frei liegende
Abschnitte der Oberseite 327 der ersten Metallisierung 309,
also frei liegende Abschnitte der Reflexionsbeschichtung 135,
und eine Oberseite 331 der zweiten Metallisierung 311, die
Oberseite 323 des Halbleiterchips 321, die Bonddrdhte 133,
die gegenliberliegenden Seitenflanken 147 des Halbleiter-
chips 321 sowie eine nicht vom Halbleiterchip 321 bedeckte,
offene Klebstoffschicht 139, sofern der Klebstoff 329 gemal
einer Ausfilhrungsform iiberstehen sollte, was hier der Uber-
sicht halber nicht gezeigt ist. So kann es zum Beispiel beim
Andriicken des Halbleiterchips 321 auf die Reflexionsbeschich-
tung 135 wahrend des Klebens passieren, dass Klebstoff 329
unter dem Halbleiterchip 321 herausgedriickt wird, so dass
sich auch Klebstoff 329 auf der Reflexionsbeschichtung 135 um
den Halbleiterchip 321 befindet, also in einem Randbereich um
den Halbleiterchip 321, wobei dieser Randbereich vom zweiten
Teilabschnitt 151 umfasst ist.

Selbst wenn die Korrosionsschutzschicht 143 im Bereich der
Grenzflache zwischen Klebstoffschicht 139 und Korrosions-
schutzschicht 143 Risse bekommen sollte, so steht noch die

Thiolatbeschichtung 155 als zusdtzlicher Korrosionsschutz zur
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Verfigung. Dadurch wird in vorteilhafter Weise bewirkt, dass
der Abschnitt der Reflexionsbeschichtung 135, der unterhalb
des Halbleiterchips 127 liegt, effizient gegen Korrosion ge-

schiitzt ist.

Ferner ist ein Verguss 333 vorgesehen, der auch als ein Ver-
kapselungswerkstoff bezeichnet werden kann. Der Halbleiter-
chip 321 und die Bonddrahte 133 sind mittels des Vergus-

ses 333 verkapselt. Der Verguss 333 bettet somit insbesondere
den Halbleiterchip 321 sowie insbesondere die Bonddrahte 133
ein. Der Verguss 333 ist vorzugsweise aus einem Material oder
einem Werkstoff, welches respektive welcher fir die elektro-
magnetische Strahlung zumindest teilweise, insbesondere voll-

standig, durchldssig oder transparent ist.

Der Verguss 333 umfasst zum Beispiel ein Epoxidharz. Der Ver-
guss 333 umfasst zum Beispiel ein Silikon. Der Verguss 333
umfasst zum Beispiel ein silikonhaltiges Hybridmaterial. Der
Verguss 333 umfasst zum RBeispiel einen mit Leuchtstoffparti-
keln gefiilltes Silikon oder Epoxidharz oder silikonhaltiges
Hybridmaterial.

In dem in Fig.3 gezeigten Ausfihrungsbeispiel weist der Ver-
guss 333 eine rechteckartige Form auf. In einem nicht gezeig-
ten Ausfihrungsbeispiel weist der Verguss 333 eine kuppelar-

tige Form auf.

In einer nicht gezeigten Ausfihrungsform besteht der Trager

aus einer Leiterplatte.

In einer nicht gezeigten Ausfihrungsform besteht der Trager
aus einem metallischen Leiterrahmen. In diesem Fall ist die

Metallisierung der Leiterrahmen selbst.

Fig. 4 zeigt eine Thiolatbeschichtung 401 in einer schema-

tisch vereinfachten Darstellung.
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Die Thiolatbeschichtung 401 ist auf einer Oberfliche 403 ei-
nes Grundkorpers 405 gebildet. Die QOberfldche 403 weist zum

Beispiel eine Reflexionsbeschichtung auf.

Die in Fig. 4 gezeigte Darstellung der Thiolatbeschich-
tung 401 steht exemplarisch fiir die Thiolatbeschichtung 155
gemdll den in den Fig. 1 und 3 gezeigten Ausfihrungsformen.
Das heiRlt insbesondere, dass es sich bei der Oberflache 403
um die Oberfldche der Reflexionsbeschichtung 135 handeln

kann.

Die Thiolatbeschichtung 401 umfasst eine Monolage aus Schwe-
felatomen (S) 407. Die Monolage aus Schwefelatomen 407 ist
unmittelbar, auf der Oberfldache 403, insbesondere auf der Re-
flexionsbeschichtung, gebildet. Die Thiolatbeschichtung 401
umfasst ferner mehrere Moleklilketten, zum Beispiel Alkylket-

ten, die jeweils an ein Schwefelatom 407 gebunden sind.

Durch das Vorsehen der Thiolatbeschichtung 401 wird ein effi-
zienter und effektiver Korrosionsschutz vor korrosiven Gasen
fir die Oberfliche 403, insbesondere fiir eine Reflexionsbe-
schichtung, bereitgestellt. Korrosive Gase kdnnen somit nur
vermindert bis gar nicht an die Oberfldche 403 angreifen und

diese korrodieren.

Obwohl die Erfindung im Detail durch die bevorzugten Ausfih-
rungsbeispiele ndher illustriert und beschrieben wurde, so
ist die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele ein-
geschrankt und andere Variationen koénnen vom Fachmann hieraus
abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu

verlassen.
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BEZUGSZEICHENLISTE

101 optoelektronisches Bauelement

103 Gehause

105 Oberseite des Gehiduses

107 Unterseite des Gehiduses

109 Gehauserahmen

111 TLeiterrahmen

113 Oberseite des Leiterrahmens

115 Unterseite des Leiterrahmens

117 1. Kontaktabschnitt

119 2. Kontaktabschnitt

113a Oberseite des 1. Kontaktabschnitts 117

113b Unterseite des 2. Kontaktabschnitts 119

121 Kavitat

123 Bodenbereich der Kavitat

125 Wand der Kavitdt/Mantelflé&che

127 optoelektronischer Halbleiterchip

129 Oberseite des Halbleiterchips

131 Unterseite des Halbleiterchips

133 Bonddraht

135 Reflexionsbeschichtung

137 Klebstoff

139 Klebstoffschicht

141 Reflexionspartikel

143 Korrosionsschutzschicht, anorganische Beschichtung

145 Verguss

147 Seitenflanken des Halbleiterchips

149 erster Teilabschnitt

151 zweiter Teilabschnitt

153 Chipmontageflédche

155 Thiolatbeschichtung

201 Bereitstellen

203 Versehen

205 Kleben

207 Bilden

301 optoelektronisches Bauelement

303 Trager
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305
307
309,
317
321
323
325
327
329
331
333
401
403
405
407
409

Oberseite des Tragers 303

Unterseite des Tragers 303

311, 313, 315 Metallisierungen

Chipmontageflache

optoelektronischer Halbleiterchip

Oberseite des optoelektronischen Halbleiterchips 321
Unterseite des optoelektronischen Halbleiterchips 321
Oberseite der Metallisierung 309

Klebstoff

Oberseite der Metallisierung 311

Verguss

Thiolatbeschichtung

Oberfléche

Grundkorper

Schwefelatom

Molekilkette



10

15

20

25

30

35

WO 2017/220746 PCT/EP2017/065458

PATENTANSPRUCHE

Optoelektronisches Bauelement (101, 301), umfassend:

— einen Trager (111, 303) aufweisend eine Chipmontagefla-
che (153, 317),

— wobei die Chipmontagefldche (153, 317) eine Reflexions-
beschichtung (135) aufweist,

— wobei die Reflexionsbeschichtung (135) zumindest teil-
weise mit einer Thiolatbeschichtung (155, 401) wversehen
ist,

— wobeil ein optoelektronischer Halbleiterchip (127, 321)
mittels eines Klebstoffs (137, 329) auf der Thiolatbe-
schichtung (155, 401) geklebt ist,

— wobei eine die Reflexionsbeschichtung (135) zumindest
mittelbar bedeckende, von der Thiolatbeschichtung (155,
401) verschiedene Korrosionsschutzschicht (143) gebil-
det ist.

Optoelektronisches Bauelement (101, 301) nach Anspruch 1,
wobei der Klebstoff (137, 329) Reflexionspartikel (141)
zum Reflektieren von mittels des Halbleiterchips (127,

321) emittierter elektromagnetischer Strahlung aufweist.

Optoelektronisches Bauelement (101, 301) nach Anspruch 1
oder 2, wobei die Thiolatbeschichtung (155, 401) zusatz-
lich zwischen der Reflexionsbeschichtung (135) und der
Korrosionsschutzschicht (143) gebildet ist, so dass die
Korrosionsschutzschicht (143) die Reflexionsbeschich-
tung (135) mittelbar bedeckt.

Optoelektronisches Bauelement (101, 301) nach einem der
vorherigen Anspriiche, wobei der Halbleiterchip (127, 321)
eine Unterseite (131, 325) und eine der Unterseite (131,
325) gegeniberliegende Oberseite (129, 323) aufweist, wo-
bei der Halbleiterchip (127, 321) mit seiner Untersei-

te (131, 325) der Chipmontageflache (153, 317) zugewandt
auf der Thiolatbeschichtung (155, 401) geklebt ist, so

dass zwischen der Unterseite (131, 325) und der Thiolat-
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beschichtung (155, 401) eine aus Klebstoff (137, 329) ge-
bildete und die Unterseite (131, 325) und die Thiolatbe-

schichtung (155, 401) zumindest teilweise, beigspielsweise
vollstandig, kontaktierende Klebstoffschicht (139) gebil-
det ist.

Optoelektronisches Bauelement (101, 301) nach einem der
vorherigen Anspriiche, wobei der Halbleiterchip (127, 321)
mittels eines Bonddrahts (133) oder mittels zweier Bond-
drdhte (133) elektrisch kontaktiert ist, wobei der oder
die Bonddradhte (133) mittels der Korrosionsschutz-
schicht (143) bedeckt ist respektive sind.

Optoelektronisches Bauelement (101, 301) nach einem der
vorherigen Anspriiche, umfassend ferner ein elektronisches
Bauteil, insbesondere eine in einen den Halbleiter-

chip (127, 321) umfassenden Stromkreis geschaltete ESD-
Schutzdiode, das mittels der Korrosionsschutz-

schicht (143) zumindest mittelbar bedeckt ist.

Optoelektronisches Bauelement (101, 301) nach Anspruch 6,
wobei die Thiolatbeschichtung (155, 401) zusédtzlich zwi-
schen dem elektronischen Bauteil und der das elektroni-
sche Bauteil bedeckenden Korrosionsschutzschicht (143)
gebildet ist, so dass die Korrosionsschutzschicht (143)

das elektronische Bauteil mittelbar bedeckt.

Optoelektronisches Bauelement (101, 301) nach einem der
vorherigen Anspriche, wobei die Korrosionsschutz-
schicht (143) eine oder mehrere anorganische Schichten,
insbesondere Al1203-Schicht, $i1i02-Schicht, Si3N4-Schicht,
Ti02-Schicht, Zn0O-Schicht, Ta205-Schicht, Ge3N4-Schicht,
Zr02-Schicht, umfasst.

Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen BRauele-

ments (101, 301), umfassend die folgenden Schritte:

— Bereitstellen (201) eines eine Chipmontageflédche (153,

317) aufweisenden Tragers (111, 303), wobei die Chipmon-
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10.

11

12

tagefldche (153, 317) eine Reflexionsbeschichtung (135)

aufweist,

— wobei die Reflexionsbeschichtung (135) zumindest teil-

weise mit einer Thiolatbeschichtung (155, 401) verse-
hen (203) wird,

— wobeil ein optoelektronischer Halbleiterchip (127, 321)

mittels eines Klebstoffs (137, 329) auf die Thiolatbe-
schichtung (155, 401)) geklebt wird,

— wobei eine die Reflexionsbeschichtung (135) zumindest

mittelbar bedeckende, von der Thiolatbeschichtung (155,
401) verschiedene Korrosionsschutzschicht (143) gebil-
det (207) wird.

Verfahren nach Anspruch 9, wobei der Klebstoff (137, 329)
Reflexionspartikel (141) zum Reflektieren von mittels des
Halbleiterchips (127, 321) emittierter elektromagneti-

scher Strahlung aufweist.

.Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, wobei die Thiolatbe-

schichtung (155, 401) derart gebildet wird, dass die Thi-
olatbeschichtung (155, 401) zusatzlich zwischen der Re-
flexionsbeschichtung (135) und der Korrosionsschutz-
schicht (143) gebildet ist, so dass die Korrosionsschutz-
schicht (143) die Reflexionsbeschichtung (135) mittelbar
bedeckt.

.Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 11, wobei der

Halbleiterchip (127, 321) eine Unterseite (131, 325) und
eine der Unterseite (131, 325) gegeniiberliegende Obersei-
te (129, 323) aufweist, wobei der Halbleiterchip (127,
321) mit seiner Unterseite (131, 325) der Chipmontagefla-
che (153, 317) zugewandt auf die Thiolatbeschich-

tung (155, 401) (135) geklebt wird, so dass zwischen der
Unterseite (131, 325) und der Thiolatbeschichtung (155,
401) eine aus Klebstoff (137, 329) gebildete und die Un-
terseite (131, 325) und die Thiolatbeschichtung (155,
401) zumindest teilweise, beigspielsweise vollstéandig,
kontaktierende Klebstoffschicht (139) gebildet wird.
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13.

14

15

le.

17

18

.Verfahren nach Anspruch 16, wobei das Aufbringen des Thi

Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 12, wobei nach
dem Kleben (205) der Halbleiterchip (127, 321) mittels
eines Bonddrahts (133) oder mittels zweier Bonddrah-

te (133) elektrisch kontaktiert wird, wobei der oder die
Bonddrahte (133) mittels der Korrosionsschutz-

schicht (143) bedeckt wird respektive werden.

.Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 13, wobei ferner

ein elektronisches Bauteil, insbesondere eine in einen
den Halbleiterchip (127, 321) umfassenden Stromkreis ge-
schaltete ESD-Schutzdiode, vorgesehen ist, das nach dem
Kleben (205) zumindest mittelbar mittels der Korrosions-
schutzschicht (143) bedeckt wird.

.Verfahren nach Anspruch 14, wobei die Thiolatbeschich-

tung (155, 401) derart gebildet wird, dass die Thiolatbe-
schichtung (155, 401) zusatzlich zwischen dem elektroni-
schen Bauteil und der das elektronische Bauteil bedecken-
den Korrosionsschutzschicht (143) gebildet ist, so dass
die Korrosionsschutzschicht (143) das elektronische Bau-
teil mittelbar bedeckt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 15, wobei das
Bilden der Thiolatbeschichtung (155, 401) ein Aufbringen

eines Thiols umfasst.

0ls ein Dispensen eines Ldésungsmittels und/oder ein Spri-

hen eines Losungsmittels und/oder ein Eintauchen des Tra
gers (111, 303) in ein Losungsmittel, wobei in dem L&-
sungsmittel das Thiol geldst ist, flir eine vorbestimmte

Zeit umfasst.

.Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, wobei das Aufbringen

des Thiols ein Durchfithren eines chemischen Gasphasenab-

scheidungsprozesses, insbesondere eines chemischen Gas-
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19.

20

21

phasenabscheidungsprozesses bei Unterdruck, fiir eine vor-

bestimmte Zeit umfasst.

Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 18, wobei die
Reflexionsbeschichtung (135) vor dem Bilden der Thiolat-
beschichtung (155, 401) zumindest teilweise gereinigt

und/oder aktiviert wird.

.Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 19, wobei die

Korrosionsschutzschicht (143) eine oder mehrere anorgani-
sche Schichten, insbesondere Al1203-Schicht, S$Si02-Schicht,
Si3N4-Schicht, Ti02-Schicht, Zn0O-Schicht, Taz205-Schicht,
Ge3N4-Schicht, Zr02-Schicht, umfasst.

.Verfahren nach einem der Anspriche 9 bis 20, wobei nach

dem Kleben (205) und vor dem Bilden der Korrosionsschutz-
schicht (143) die Thiolatbeschichtung (155, 401) zumin-
dest teilweise von einer nicht mit Klebstoff bedeckten

Flache der Reflexionsbeschichtung (135) entfernt wird.
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